
JP 2011-526077 A5 2012.7.19

10

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成24年7月19日(2012.7.19)
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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成24年6月1日(2012.6.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１バッチの基板の、１つまたは複数の処理領域を画定する処理チャンバ内での処理であ
って、
　　前記バッチからの基板を前記処理チャンバ内で処理するステップと、
　　前記基板を前記処理チャンバから取り除くステップと、
　　オゾンの前記処理チャンバ内への導入および前記チャンバの紫外光に対する１分未満
の間の暴露を含む離散的洗浄処理を開始するステップと、
　　前述のステップをバッチ内の最後の基板が処理されるまで繰り返すステップとをさら
に含む、処理と、
　前記バッチ内の前記最後の基板を処理した後の、前記最後の基板の前記処理チャンバか
らの除去と、
　オゾンの前記処理チャンバ内への導入および前記処理チャンバの紫外光に対する３分間
から１５分間の暴露を含む、バッチ洗浄処理の開始と
を含む、基板処理チャンバを洗浄する方法。
【請求項２】
　前記基板を処理するステップが、前に前記基板上に堆積された誘電材料からポロゲンを
取り除くことを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記基板を処理するステップが、
　前記チャンバを５Ｔｏｒｒまで加圧することと、
　前記チャンバを３８５℃まで加熱することと、
　ヘリウムを前記チャンバ内に、１０標準リットル／分で導入することと、
　アルゴンを前記チャンバ内に、１０標準リットル／分で導入することと、
　前記チャンバを紫外光に１６５秒間暴露することと
をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記チャンバが、前記離散的洗浄処理の間に、１５秒間から３０秒間、紫外光に暴露さ
れる、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
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　前記離散的洗浄処理が、
　前記チャンバを５Ｔｏｒｒまで加圧することと、
　前記チャンバを３８５℃まで加熱することと、
　オゾンを前記チャンバ内に、１０標準リットル／分で導入することと、
　前記チャンバを紫外光に１５秒間暴露することと、
　前記チャンバを１０標準リットル／分のヘリウムで１０秒間浄化することと、
　前記チャンバを１０秒間ポンピングすることと
をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記バッチ洗浄処理が、
　前記チャンバを５Ｔｏｒｒまで加圧することと、
　前記チャンバを３８５℃まで加熱することと、
　オゾンを前記チャンバ内に、１０標準リットル／分で導入することと、
　前記チャンバを紫外光に６分間暴露することと、
をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　処理チャンバを洗浄する方法であって、
　（ａ）基板バッチからの基板を前記基板上に堆積された誘電材料からポロゲンを取り除
くため、前記処理チャンバ内で処理するステップと、
　（ｂ）前記基板を前記処理チャンバから取り除くステップと、
　（ｃ）　前記処理チャンバを約５Ｔｏｒｒまで加圧することと、
　　　　　前記処理チャンバを約３８５℃まで加熱することと、
　　　　　オゾンを前記処理チャンバ内に、約１０標準リットル／分で導入することと、
　　　　　前記処理チャンバを紫外光に約１５秒から約３０秒間暴露すること、
　　　　を含むラピッドチャンバクリーンのステップと、
　（ｄ）前記（ａ）から（ｃ）のステップをバッチ内の最後の基板が処理されるまで繰り
返すステップと、
　（ｅ）前記最後の基板を前記処理チャンバから取り除くステップと
　（ｆ）　前記処理チャンバを約５Ｔｏｒｒまで加圧することと、
　　　　　前記処理チャンバを約３８５℃まで加熱することと、
　　　　　オゾンを前記処理チャンバ内に、約１０標準リットル／分で導入することと、
　　　　　前記処理チャンバを紫外光に約３分から約１５分間暴露すること、
　　　　を含むバッチチャンバクリーンのステップと、
を含む処理チャンバを洗浄する方法。
【請求項８】
　前記ラピッドチャンバークリーンのステップが、さらに、
　前記ステップ（ｄ）の前に、前記処理チャンバを約１０標準リットル／分のヘリウムで
約１０秒間浄化することと、
　前記処理チャンバを約１０秒間ポンピングすること
をさらに含む、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　基板処理チャンバを洗浄する方法であって、
　（ａ）シリコン含有前駆体とポロゲンの混合ガスを、第１の処理チャンバへ流入させる
ステップと、
　（ｂ）前記第１のチャンバ内において、低誘電率誘電膜を基板上へ堆積させるステップ
と、
　（ｃ）前記基板に堆積された前記低誘電率誘電膜からポロゲンを除去するために、基板
のバッチを第２の処理チャンバ内で処理するステップと、
　（ｄ）前記基板を前記第２の処理チャンバから取り除くステップと、
　（ｅ）　前記第２の処理チャンバを比較的低い圧力で加圧することと、
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　　　　　前記第２の処理チャンバを約３８５℃まで加熱することと、
　　　　　オゾンを前記第２の処理チャンバ内に、比較的高い流量で導入することと、
　　　　　前記第２の処理チャンバを紫外光に約１５秒から約３０秒間暴露することと
　　　　を含むラピッドチャンバクリーンのステップと、
　（ｆ）前記（ｃ）から（ｅ）のステップをバッチ内の最後の基板が処理されるまで繰り
返すステップと、
　（ｇ）前記最後の基板を前記第２の処理チャンバから取り除くステップと、
　（ｈ）　前記第２の処理チャンバを比較的低い圧力で加圧することと、
　　　　　前記第２の処理チャンバを約３８５℃まで加熱することと、
　　　　　オゾンを前記第２の処理チャンバ内に、比較的高い流量で導入することと、
　　　　　前記第２の処理チャンバを紫外光に約３分から約１５分間暴露することと
　　　　を含むバッチチャンバクリーンのステップと、
を含む基板処理チャンバを洗浄する方法。
【請求項１０】
　前記シリコン含有前駆体がメチルジエトキシシランを含み、前記ポロゲンがアルファテ
ルピネンを含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記ラピッドチャンバクリーンは前記基板の搬送中のチャンバのアイドルタイムよりも
短い時間周期で実行される請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　前記ステップ（ｅ）と（ｈ）における前記第２の処理チャンバの圧力は約５Ｔｏｒｒで
ある請求項９の方法。
【請求項１３】
　前記ステップ（ｅ）が、前記第２の処理チャンバを約１０標準リットル／分のヘリウム
で約１０秒間浄化することと、前記第２のチャンバを約１０秒間ポンピングすることをさ
らに含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１４】
　前記第２の処理チャンバを約５０Ｔｏｒｒで加圧し、約３８５℃で過熱しつつ、前記基
板を約３００℃より高い温度で約１６５秒間紫外光に暴露し、前記第２の処理チャンバに
約１０標準リットル／分のヘリウムを導入することによって、低誘電率誘電膜からポロゲ
ンが除去される請求項９に記載の方法。
【請求項１５】
　前記第２の処理チャンバに約１０標準リットル／分のアルゴンを導入することを更に含
む請求項１４に記載の方法。
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